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はじめに	
 

	
 我々は、これまでに Biとイオン半径の近い Ndを用いた Nd0.5Bi2.5Fe4GaO12をガラス基板上に作製すること

に成功し、大きな磁気光学効果と垂直磁気異方性を同時に得ることに成功したことを報告した[1]。しかし、
Bi 置換量の大きな Bi 置換希土類鉄ガーネットにおける磁気異方性の制御に関する報告はこれまでほとんど
ない。今回は、Nd 系ガーネットの磁気異方性の制御のため、Fe サイトを置換する Ga の量を変化させた
Nd0.5Bi2.5Fe5-yGayO12 (y = 0, 0.5, 1) 薄膜をガラス基板上に作製し評価を行った結果について報告する。 
実験方法	
 

	
 ガラス基板上に、MOD 法によりバッファー層として厚さ d = 0.12 µm の Nd2BiFe4GaO12 (Bi1:NIGG) を作
製し，その上に厚さ d = 0.2 µm の Ga の置換量を変えた Nd0.5Bi2.5Fe5-yGayO12 (y = 0, 0.5, 1) 薄膜を作製した。
バッファー層は、MOD溶液（高純度化学研究所製）の塗布 (3000rpm，60秒)，乾燥 (100℃，10分)，仮焼成 
(450℃，10分) を 3回繰り返した後，本焼成 (700℃，3時間) により結晶化を行った。Nd0.5Bi2.5Fe5-yGayO12 (y 
= 0, 0.5, 1) 薄膜はバッファー層上に塗布から仮焼成の行程を 5回繰り返した後，本焼成 (700℃，3時間) に
よって結晶化を行った。 
結果及び考察	
 

	
 Fig.1に波長 550 nmにおける Nd0.5Bi2.5Fe5-yGayO12 (y = 0, 0.5, 1) 薄膜のファラデーヒステリシスを示す。Ga
置換量の増加に伴ってヒステリシスの形状が変化し、磁気異方性が面内から垂直に変化していることがわか

る。Mr/Msの値は、y = 0, 0.5, 1についてそれぞれ、0.11、0.23、0.83であった。以上のことから、我々が開発
した Nd0.5Bi2.5Fe5-yGayO12 (y = 0, 0.5, 1) 薄膜は、大きなファラデー効果を維持したまま、磁気異方性を制御す
ることが可能であることがわかった。詳細については、当日報告する。 
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Fig.1 Faraday hysteresis of Nd0.5Bi2.5Fe5-yGayO12 films; (a) y = 0, (b) 0.5 and (c)1. 
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